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ออร์บิตลั      Orbital 
เตตระฮีดรอน       Tetrahedral 
เพชร       Diamond 
กราไฟต ์      Graphite 
วาน เดอร์ พาว      Wall der paund 
โอเวอร์แลป      Over lap 
บคัมินสเตอร์ฟูเรอเรนส์     Buckminster fullernce 
แผน่กราฟีน      Graphene sheet 
คาร์บอนไฟเบอร์      Carbon fiber 
อะมอฟัสคาร์บอน     Amorphous carbon 
คาร์บอนนาโนทิวป์     Carbon nanotube 
ยนิูตเซลล ์      Unit cell 
ค่าคงตวัแลตทิซ      Lattice constant 
บริลลอนโซน      Brillouin zone 
รีซิพโพรคอลแลตทิซเวคเตอร์    Reciprocal lattice vector 
ไชรอลเวคเตอร์      Chiral vector 
ทรานซิชัน่เวคเตอร์     Translational vector 
เรียลสเปซ      Real-space 
แลตทิซหกเหล่ียม     Hexagon lattice  
ออโทกอนอลแลตทิซเวคเตอร์    Orthogonal lattice vector 
เฟิร์สบริลลอนโซน     First Brillouin zone 
ไลน์เซกเมนต ์      Line segment 
ดิสครีตเวฟเวคเตอร์     Discrete wave vector 
เอน็เนอร์จีดิสเพอร์ชัน่     Energy dispersion 
เลขคล่ืน       Wave number 
คทัต้ิงไลน์      Cutting line 
เวฟเวคเตอร์      Wave vector 
ควอนไตซ์เวฟเวคเตอร์     Quantize wave vector 
ไทดบิ์นด่ิง      Tight binding  



 XIII 

ศัพท์เทคนิค(ต่อ) 
 

พารามิเตอร์      Parameter 
วาเลนซ์แบนด์      Valence band 
คอนดคัชัน่แบนด์     Conduction band  
สารก่ึงตวัน า      Semiconductor 
โลหะ       Metallic 
ระดบัเฟอร์มิ      Fermi level 
ซิกแซก       Zigzag 
อาร์มแชร์      Armchair 
เบสโกรท      Base growth 
ทิปโกรท      Tip growth 
วสัดุคอมโพสิต      Composite material 
เทอร์มอลซีวดีี      Thermal CVD 

 


